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研究目的

主な研究テーマ

1. グラフェン・オン・シリコン(GOS)製造技術の確立

末光研究室

炭素原子が蜂の巣状に二次元に配列した
「グラフェン」は、最大で～105cm2V-1s-1もの
移動度を有し、有望な次世代半導体材料である。
本研究室では、世界で先駆けて、Si基板上に

直接成長させたグラフェン(GOS)作製に成功し
ている。
現在は、このGOS技術を用いて、グラフェン

とSi-ULSIの融合に向けた基礎研究を行っている。

グラフェンを次世代半導体材料へ

www.suemitsu.riec.tohoku.ac.jp/

グラフェンは、従来、黒鉛剥離法

・SiCバルク結晶加熱法により作製

されてきた。しかし、これらの方法

は大量生産には不向きである。

シリコン基板へのグラフェン製造

法(GOS)を世界に先駆けて開発し、

現在GOSの高品質化に向けた基礎

研究を行っている。
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3. グラフェン・オン・シリコン(GOS)のデバイス応用

末光研究室

2. グラフェン・オン・シリコンの三次元化（3D-GOS）

www.suemitsu.riec.tohoku.ac.jp/

東北大電気通信研究所の尾辻・

末光研究室と共同で、グラフェ

ン・オン・シリコン（GOS）

を活性層として用いることによ

りSiを越える電子デバイス開発

を行っています。

THz領域で動作する超高速通信

用素子の開発が最終目標です。

最先端のSi-ULSIでは、More-

Moore技術の一つとしてデバイス

構造の三次元化の研究・開発が行

われています。

ゆえに、将来的なSi-ULSIとグ

ラフェンの円滑な融合の為に、三

次元微細加工Si基板上を用いたグ

ラフェン・オン・シリコンの作製

を行っています。

さらには、この微細加工面を利

用してグラフェンの電子構造制御

も行っています。

GOSを用いたデバイスの模式図
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